0,1 hﬂ&,vap saturatie la acceleratiy > 10 zad . Se poate
% sec sec?
folosi o masa Wwﬁhmnn echilibrata axata prin ao:a.wv @ de JﬂnOHﬂ
incrucisate (figura-20) care. formeaza un dispoZitiv elastic.
Amortizarea eate de M#va Curie, cu per. Fotfta alastica este
nnoAﬂa de un fir de mnow¢0mmnnc. Acceleratia se traduce prin
variatia rezistentei acestui fir._ \\\\\\ :
"} ECE - element captator si enibator:
{EC - alement captator cilirdric.
Domentiul de !aicnwmbkmw unui astfe

de traductor Mh-ﬂo

|

T rad _
cuprinas in plaja 5.-< S00 T * Citirea informatiel se face: cu
. L seq i
o punte uou~u¢w<m.nc obicei de tip Wheatsatone, pentru care: W
K _ Ry

. ; R, R .

2.1.1.6. Traductorul inductiv pentru lochuri

Lochul esate un inetrument la bordul navei destinat
determinarii vitezei aceasteia. Lochurile echipate cu traductoare
de inductie determina viteza relativa a navei fata de apa de
mare. Traductorul propriu zis (figura 21) eate alcatuit dintr-un
tub realizat din material izolant 1 pe care s-au aplicat doi
electrozi metalici 3. 1In exteriorul tubului ae afla. un niez
magnetic 2 pe care aae monteaza o infasurare 5 alimentata in
curent alternativ. Acest traductor transforma viteza navei fata
de apa sau pe cea a apei fata de nava intr-o tensiune
electromotoars indusa, ce se aplica unuil instrument care are
scala gradata direct in noduri.

Tubul izolant 1 este pus in legatura cu apa, fiind anplasat
paralel cu planul longitudinal al navei. La deplasarea navei cu o

viteza VP fata de apa, prin tub va circula un curent de apa cu

aceeasi viteza (v). Moleculele de apa 4 aflate in miscare fata de
campul magnetic produs de bobina S5 de pe miezul 2 formeaza
conductoare elementare in care se induce o tensiune proportionala
cu  fluxul inductor ai cu viteza de deplasare. Aceasta tensiune
indusa Ve, obtinuta de la cei dol electrozi 3, este data de
relatia:

Uyrk®vs ik, v

unde: .

ke - factor de proportionalitate;
® - flux inductor, conatant;

vV - viteza.

L

S -
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Realizarea tehnologica a traductorulug inductiv_pentru
lochuri (figurea 22), este prezentata cu elementele de pe desen,
care sunt:

1 - alimentare; &

2 - semnal de jeaire;

3 - corpul traductorului:;

4 - electromagnet;

3 - electrod.

La miscarea fluxului de apa de mare, care este un mediu

conductor electric, apare un camp a carui expresia este:

’ B=Vxd

unde:

P - vectorul viteza al fluidului;

inductie magnetica creat de electromagnet.

aw»an» in

B - vectorul

‘"La electrozii contact de mare

tensiune:

cu apa apare o

q.mu&b.?«.us&
. N 4

unde L reprezinta distanta intre cei doi electrozi.
Electromagnetul este alimentat cu un curent alternativ de
forma:

..A_ “Iaine t

obtine atat datorita
datorita

Tenaiunea rezultata la electrozi se
depiasarii cu o anumita viteza a fluxului de apa cat ai

varietiei lui P + Rezulta ca tensiunea obtinuta la bornele de

iesire ale traductorului este data de relatia:

U, = K HLv sin @ woh-tkaoue.»

in care:

K1, K2 - constante constructive ale traductorului;

H - intensitatea campului magnetic;

L - distanta intre electrozi;

vV - viteza de deplasare a fluxului de apa.

Primul termen reprezinta semnalul util ce depinde de viteza
de deplasare a fluxului de apa. Aceat eemnal este in faza cu
tensiunea de alimentare a electromagnetului.

KHvesinet=Usine t

Al doilea termen:
este un semnal defazat

cu 90 grade fata
dat da variatia o

lonmeamdd ms .

de =memnalul util ai este

fulv]

1- conductoa™ m:s,.mi» re

o ~ n‘— re Sem
w - Mwm:rﬂﬂzn*oﬂ

4 - electromagnet
5 - electrozi

= $0V)

" VOem/)

nal

| Ue

, ﬂm_. 22

v = £

N/l
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K oHainw t = U, coB @ ¢

este dat de viteza de dseplasare a apel.
Uc = £(v).
Graficele variatiei Jlinjere teoretice a tensiunii de iesire
a traductorului inductiv in functie de viteza ai a variatiei
roale a tensiunii de iesire a traductorului inductiv functie de

viteza sunt prezentate in figura 23. Panta caracteriasticii este:

S wtg- Iﬂn ru,ﬂ\wa_

kn - nod maritim,

Viteza relativa dintre fluxul de apa gi{ nava eate acseasi cu
viteza navei fata de suprafata apei. Nelinearitatea semnalului
real livrat de traductor apare datorita caracteristicilor
hidromecanice ale navei, locului de anplasars a lochurilor,
conditiilor de mediu etc. .

Pentu eliminarea acestor nelinearitati se utilizeaza un _
senmnal de corectie. De asemenea eate neceaara eliminarea =

esemnalului parazit Sﬂsﬁ. defazat cu 90 grade fata de semnalul

util. Erorile remanente ale lochului, dupes reglarea acestuia, nu
depasesc valoarea data de relatia:

A Vi u%_:\; Ve ¥ + (K, VT + 0,005]

Ly

AV, - ercarea inatrumentala a lochului;

Platbanda din

V - viteza navei;

K8 - coeficient ce caracterizeaza precizia de determinare a Bm#mlm~ n,_m
vitezei relative a navei; @T&h*ﬁg >
0,005 - eroaresn limita de aproximare e pantel Hune
carecteristicii traductorului in domeniul vitezelor pozitive.
Eroarea 1lochului dupa dlistanta parcursa bm in gama
. \
vitezelor 10 ... 30 noduri nu depaseste valoarea data de relatia: ﬁﬂmN53m10ﬁ~
\ 4 mecanici
A, = ] T_..l—mmm ¥+a: 10" +0,002)
~+ ’

unde & reprazinta distanta parcursa in mile marine.

2.1.1.7. Traductorul Plezoelectric de ultrasunate

Este realizat din crietale naturale sau artificiale de
cuart, aare de Seignette, praf de amoniac etc. care au Waw MWQ

Proprietati plezoelectrice. Daca unor placute din aceste
materiale 1i gae aplica forte de daformare mecanica, pe fetele
Opuse ale cristalului apar sarcini electrice de semne contrare,

+

=
[
[ -
/

|
£
4
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8i dect @ tenailune electrice (tigura 43c). Insera, daca
cristalului 1 se aplica o tensiune electricn, atunci pe fetele
opuse apar forte mecanice care duc la deformarea cristalului.

Sistemul mecanic, construit dintr-o placa piezoelectrica,
electrozi de legatura ai suport se poate wutiliza ca rezonatcr
piezoelectric. - La alimentsrea acestuia cu o tersiune avand o
anumita frecventa, placa piezoelectrica ase va Jeforme cu o
frecventa data de frecventa tensiunii de alimentare. In contact
cu apa, placa piezoelectrica oscileaza cu o frecventa de domeniul
ultrasunetelor. Frecventa proprie de oascilatie a placii
piezoelectrice eate:

"
[}

Ple

olhl

unde:

1 - lungimea placiti plezoelectrice;

E - modulul de elasticitate al lui Young; .

n =1,2,3,... coreaspunzator fundamentalei sau: armonicilor
(ordinul armonicii);

p - densitatea materialului.
Schema electrica echivalenta (fig. 23b) are frecventa de
reionanta aserie:

£, = a

2xJLG

iar cea derivatie:

dar

adica fa &4 fd sunt de valori apropiate.
Valorile practice sunt:

L, €0,1...100 H)
(L€0,1...10 ppr)
Ry = 107 Q.

Parametrii olectricl e@chivalent: at rezonatorului

w,rsu;_mnnﬂun pot f1 modificati daca in serie cu el sau in
parealel s8e monteza’ o inductanta, respectiv un condensator.
Eficecitate:s  maxima a razonatorului se obtine la egalitatea
P ntelor de rezcnanta sl de oscilatie proprie. In cazul
tu1 -ticnariil rezonatnrului piezoelectric ca receptor, deformarile
placuteti datorste undelor ultrasonore reflectate ese traduc prin
semnale electrice care apar la electrozii rezonatorului.
Dificultatile construirii unor traductoare piezvelectrice
pentru’ ultrasunete constau in realizarea unor placi
pilezoelectrice de dimensiuni meri ai rezistenta mecanica alaba.

2.1.1.8. Traductoare magnetostrictive pentru ultrasunete

Fenomenul de  ma netostrictiune consta in modificarea
dimensiunilor unei bare din material feromagnetic plasata intr-un
camp magnetic constant sau variabil, paralel cu axa longitudinala
a barei (figura 23c). Efectul magnetostrictiv depinde de

temperatura: deformatia relativa .WMM scade cu cresterea
temperaturii, anulandu-sase la o anumita temperatura ce

caracterizeaza fiecare material. De asemenea, magnetostrictiunes

depinde de natura materialului din care este confectionata bara

(fier, nichel, cobalt, aliaje feromagnetice). Daca bara nu are
magnetism ramanent, frecventa vibratiilor este__dublul frecventej
Surentuluj elactric care creaza campul magnetic si nu depinde de

- orientarea campului magnetic.

Deformarea barei este data de ralatia:

d = XB} cos? enlhmu. (1 + cos 20t)

in care termenii reprezinta:
d - deformatia bareti;
* K - coeficient de proportionalitate;
Bl - {nductia campului magnetic;

® - pulsatia ¢ampulus magnetic;

Se observa aparitia unui termen de

Xe!

IMI Co8 2¢¢ - Din schems electrica echivalenta se observa ca

frecventa dubla

arad
Zoawro &L < £
WILC - 1 Lol

nnlvcaa:ﬂn rezonatorului magnetostrictiv este mai mica daecat a

.. Seluy piezcalectric).
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Coseiard Ve lanta conatructive de fotoremiatoare ai

‘:ala penlzu’ diferite lungimi de unde ale

e ant preczertate in figura 25. Senasibilitatile

-prs @ §n primul rand de naturs materlalulud
st i de dopajnl cu impuritati ‘al aceetuia:l

aern S

o

63% CdSe;
s d e,

rrincipes. i parametri &i fotorezistosrel.sr aunt:

rezisteata electrica la iluminare ::wo (intuneric) - de
preinui sutelor de megnlhni; g
tensiune2 mexima la borne: Ua > 100 V;
- puterea disipata maxima: Pd max > 100 mW;
- sensibilitatea le lumina:

Az

avE lge. = 1 -+ 10 [mA/Ix]

svalori mai mari se inregistreaza pentru iluminari de intenaitate
mai mica);

- sengsibilitaten aspectrala = dependenta de natura
mnaterialului. -

2.2.3. Celula fotovoltaica

Acest tip de dispozitiv optoelectronic prezinta o
jJonctiune I’ - N, functionarea lui facendu-se pe baza efectului
fotovoltaic. Aria suprafetei frontale neacoperita de contactul .
metalic <(numita si arie activa) poate varia intre cativa
ailimetri patrati ei cativa centimetri patrati (figuras 26).

Daca suprafata activa eate iluminata, la bornele celulei
fotovoltaice apare o tensiune electrica, contactul regiunii P
constituind polul pozitiv, iar cel al regiunii N - polul negativ.

Tensiunes care apare la borne echivaleaza cu o polarizare
directa a dispozitivului. Conectarea unei rezistente electrice
intre terninalele celulei fotovoltaice <(figura 27) va da
Poeibilitatea electronilor in exces din regiunea N sa se
diplaseze prin circuitul exterior spre regiunea P, dand nastere
in acest fel unui curent electric.

Aceat curant datorat iluminerii (numit fotocurent) este de
8ens opus curentului ce apesre in circuit in cazul polarizarii
externe cu o saursa  externa. aAstfel, respectand convaentia din
Cazul diodei semiconductoare unde curentul direct era conaiderat
Pozitiv, intr-o diagrama curent - tensiune fotocurentul va trebui
Sonsiderat ca_avand valoare negativa.

Decarece celula fotovoltaica are structura de dioda, ea va
trebui =ss siba o comportare asemanatoare acesteia cand nu este
ilurinata (caracteristica pentru iluminarea E = O, figures 238),

Atunci cand celula este ilvminata, aluxa caracteristicii
I - U Be modifica, ea prezentand trei zone distincte:
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FOTOTENSIUNEA

sadranal 111 reprezanta functaionarees an
| g 5 A LU A S lew s
w3l 1  arata modul in care cureniul din
sopitie Ce tenasiunea la born=le celuleip
cedrsnul I reprezinta corespondentul
«ut Y .oy @ unel tenaiuni directe. )
2riura o ovoltaica este esentialas
- o oates polarizarii externe,
g - ody oo 7 1% a caracteriaticii curent -
ia refer.fo- .z ‘a  sensul curentulul elaectric
aiura este prezentata in figura 29.
raxe p-sate £i masurata la bornele celulei
fotovoultaice atunci cand es este 1n gol porta numele de tensiune
de circuit deschis (Uren Circuit. Voltage) - Voc.
Curentul care strabate terminalele dispozitivului
FOTOCU RENTUL acurtcircuitarii ae numeste curent de scurtcircuit (Shunt
" Current) - lac. Unwi rezistor R conectat 1la bornele celulel
\\\ ‘fotovoltaice prin care trece un curent Il si avarnd pe el caderea
de tensiune V1, ii va corespunde un punct de functionare N pe
figura precedenta. Se observa ca:
q¢ o -0

ftunctionaresa 1n
corespunzatoara
tensiune. Cu
rep-ezentat

,eandit 3

. avers, aceesuc
—_ Tansiunen

in timpul

B
CmA
100 -

oo

functionare defineate in

N

Prin urmare, alegerea punctului de

o
Wi
n

uNs RELATIV £76]

RASP

ﬂG mMTQ - mod echivoc valoarea rezistorului ce trebuie folosit. Cei doi
parametri esentiali ai unei cealule fotoelectrice Isc ai Voc
depind in mod diferit de nivelul de iluminare (figura 30).
Curentul de scurtcircuilt variaza in mod liniar cu
iluminarea, pe un domeniu foarte mare de valori ale acesteia si
aproape liniar cu marimea ariei fotoaenaibile. 0 {luminare mai
puternica va determina marirea vitezei de generare si ca urmare
va conduce la cresterea numarului purtatorilor 1liberi care
participa la curent. Valorile Voc al Iac depind diferit si de
temperatura _ - cresterea temperaturii provoaca o marire a
curentului de scurtcircuit si o micsorare a tensiunii de circuit
deachis. In cazul ceiulelor fotovoltaice cu Si scadarea este de 3
"V / gred Celsius iar cresterea Isc cu 0,2 %X pe grad.
Dependentele de lungimea de unda a luminii pentru raspuns

Felativ la celule fotovoltaice cu seleniu si siliciu sunt aratate
in figura 31,

1000 £ 1x)

ﬁw. 30

500

N Celula sclara eats destinats conversiei

directe a energiei

600 Koo

T@ 34

200 Lco

luminiy solare in energie electrics.
centrimetrilor pstrati seu
tip de fotocelule
Mc:nﬂhosaﬂmm
randamentu]

Are arie activa de ordinul
zecilor de centipetri patrati. Aceset
prezinta o Jjonctiune P - N ai isi bazesze

pe etectul fotovoltaic. Parsmetrul principal este
conversied:
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